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Verfahren zur Herstellung und Vorrichtung zur Verbesserung der 
Haftung zwischen einem Kunststoff und einem Metall 

Die Erfindung betrifft ein Leadframe, bzw. einen Flachleiter- 
rahmen bzw. dessen Grundkorper, fiir ein Halbleiterbauteil. 

Ein solcher Flachleiterrahmen ist aus der US-A-5, 554, 569 be- 
kannt. In diesem Dokument wird ein Verfahren zur mechanischen 
Aufrauhung der Oberf lache eines Flachleiterrahmens durch Be- 
schuIS mit abrasiven, mikroskopisch kleinen Teilchen beschrie- 
ben, die u.a. Sand, Siliziumdioxid Oder Aluminiumdioxid auf- 
weisen. 

Der Flachleiterrahmen gemSB der US-A-5, 554, 569 lafit sich kaum 
wirtschaftlich herstellen, denn es muB ein trockener ProzeB 
durchgefilhrt werden zusatzlich zu den naBchemischen Prozessen 
zur Reinigung und Veredelung der Flachleiteroberf ISche in ei- 
ner geschlossenen Produktionslinie mit raumlich nacheinander 
angeordneten Badern. AuBerdem muB ein Reinigungsschritt zur 
Entfernung der Strahlmittelreste von der Flachleiteroberf lache 
vorgesehen werden - 

Die US-A-5, 554, 569 berichtet daneben von Haf tungsvermittlern 
zur Verbesserung der Haftung zwischen Flachleiter und Kunst- 
stoff verkapselung. AuBerdem sei bekannt, daB die Haftung zwi- 
schen Flachleiter und Kunststoff dadurch verbessert werden 
kann, daB gezielt Kupferoxide auf den Flachleiterrahmen aufge- 
bracht werden. Die genannten Verfahren haben jedoch alle den 
Nachteil, schwierig in ihrer Durchf tihrung zu sein. 
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Bei alien mit den nach Stand der Technik bekannten Verfahren 
hergestellten Halbleiterbauteilen treten aulierdem trotzdem 
Schaden und Unzuverlassigkeiten im Betrieb auf . 

5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Halblei- 
terbauteil bereitzustellen, das sich stets zuverlassig betrei- 
ben lafit. 

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhSngigen Pa- 
10 tentanspriiche gel5st. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben 
sich aus den jeweiligen abhSngigen Patentansprtichen, 

Die Erfindung stellt ein Leadframe bzw. einen Flachleiterrah- 
men bzw. dessen Grundkorper mit einer auf gerauhten, dreidimen- 

15 sionalen Oberfl^che bereit, welche eine weit verbesserte Haf- 
tung fiir den umschlieBenden Kunststoff im Halbleiterbauteil 
bietet. Das erf indungsgemafie Herstellverf ahren I'aRt sich ein- 
fach und wirtschaf tlich in die existierende Fertigungskette 
zur Reinigung und Veredelung des Flachleiterrahmens integrie- 

20 ren. 

Der Flachleiterrahmen wird nach dem Stanzen verschiedenen naB- 
chemischen und/oder galvanischen Prozessen, wie Entfetten, 
Beizen, und/oder dem Aufbringen verschiedener Schichten unter- 
25 worfen- 

Im AnschluB an diese herk5inmlichen Fertigungsschritte wird er- 
f indungsgemafi in einem ersten Schritt eine weitere Zwischen- 
schicht auf nalichemischem Weg aufgebracht, die Nickel und/oder 
30 Silber und/oder eine silberhaltige Legierung oder Verbindung 
aufweist. In einem zweiten Schritt wird, wiederum auf naftche- 
mischem Weg, die Oberflache der auf gebrachten Zwischenschicht 
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so angeatzt, daB diese eine dreidimensionale Oberf lachenstruk- 
tur erhalt. In einem letzten Schritt wird der Flachleiterrah- 
men gereinigt, urn alle Verunreinigungeriy die sich auf der O- 
berflSche angesarranelt haben, zu entfernen. 

5 

Der Vorteil dieses Verfahrens zur Herstellung des erfindungs- 
gemaBen Flachleiters mit verbesserter Haftung liegt darin, daB 
es aufgrund der Art der involvierten Prozesse ohne groiien Auf- 
wand mdglich ist, die ben5tigten Fertigungsschritte in eine 

10 bereits vorhandene Fertigungslinie zur Reinigung und Verede- 
lung von Flachleiterrahmen einzufUgen. Das Aufbringen und An- 
atzen der erf indungsgemaiien Zwischenschicht wird in separaten 
BSdern geschehen, wahrend ftir den abschlieBende Reinigungs- 
schritt auf bereits vorhandene Becken zuruckgegrif f en werden 

15 kann. 

Ftir Flachleiterrahmen, die in Form von Endlosbandern herge- 
stellt und prozessiert werden, ergibt sich als weiterer Vor- 
teil im Vergleich zum Stand der Technik, dali zusatzliche Bader 
20 einfach in die auf die Endlosform abgestimmte Fertigungsstrafie 
integriert werden kbnnen. Das Einftigen einer Kammer fiir den 
StrahlprozeB in eine Endloslinie hingegen birgt, vor allem we- 
gen der benStigten Dichtigkeit am Karamereingang sowie am Kam- 
merausgang, groBe technische Problem in sich. 

25 

Der Vorteil des erf indungsgemaBen Flachleiters besteht im Ver- 
gleich zu Flachleitern, deren Oberfiache mit Haftvermittlern 
behandelt wurde, in den weitaus niedrigeren Herstellungskos- 
ten. 

30 

Der Vorteil im Vergleich zu einem Flachleiter, dessen Oberfia- 
che mittels Strahlen behandelt wurde, liegt, neben den niedri- 
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geren Kosten wegen der einfacheren Herstellbarkeit , auch dar- 
in, daJi der erf indungsgeinaBe Flachleiter entsprechend der Gute 
des abschliefienden Reinigungsschrittes frei von storenden Par- 
tikeln ist, die Ursache ftir den Ausfall eines Bauteils sein 
5 kOnnen . 

Wie bereits erwahnt, ist ein besonders wirtschaf tlicher Weg 
zur Aufbringung des ftir die Zwischenschicht benStigten Silbers 
das Abscheiden aus einem wSBrigen Bad mittels herkSmmlicher 
10 chemischer oder galvanischer Abscheidverf ahren, weil diese auf 
einfache Weise in die bereits existierende Fertigungskette zur 
Reinigung und Veredelung des Flachleiterrahmens integriert 
werden konnen . 

15 Das gleiche gilt fiir Zwischenschichten, die eine Silberlegie- 
rung und/oder Silberverbindung und/oder Nickel aufweisen. Auch 
hier sind naiichemische Abscheidprozesse vorteilhaft. 

Die Zwischenschicht kann dabei als eine Lage, die nur dem 
20 Zweck der Herstellung einer dreidimensionalen Oberflachen- 
struktur dient, aufgebracht werden. 

Es ist aber moglich und denkbar, statt einer homogenen Zwi- 
schenschicht eine Schicht, die mehrere Lagen aufweist, aufzu- 

25 bringen. Dies ist vor allem dann wiinschenswert, wenn die Zwi- 
schenschicht neben dem Bereitstellen der dreidimensionalen O- 
berf lachenstruktur noch weitere Aufgaben erftillen soil. Ein 
denkbares Anwendungsbeispiel hierfur ist das Aufbringen einer 
zusatzlichen Lage auf einem Flachleiter, welcher Kupfer oder 

30 eine Eisen-Nickel-Legierung, bzw. Alloy 42, aufweist, fur eu- 
tektische Bauteile, bei dem dieser zusatzlichen Lage die Auf- 
gabe eines mechanischen Puffers zukommt zur Kompensation von 
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Spannungen, weLche beim Aufbringen des Halbleiterchips entste- 
hen. 

Es ist ebenfalls denkbar und moglich, dali die verschiedenen 
Lagen entweder verschiedene chemische Zusammensetzungen auf- 
weisen oder aber gleiche Zusammensetzung aufweisen^ dann aber 
in verschiedenen Prozessen abgeschieden werden und so ver- 
schiedene mechanische Eigenschaf ten besitzen. 

Nach dem Aufbringen der Zwischenschicht schlieBt sich als wei- 
terer ProzeBschritt eine Behandlung der Oberflache an, um die 
zur Verbesserung der Haftung bendtigte dreidimensionale Struk- 
tur zu erhalten. Es ware moglich, diese dreidimensionale 
Struktur durch gezielte Ausbildung von Dendriten an der Ober- 
flache zu bilden. Es ist aber aus wirtschaf tlichen Grunden und 
auch wegen der Einfachheit der Prozefikontrolle vorteilhaft, 
eine dreidimensionale Struktur durch Anatzen der Oberflache 
der Zwischenschicht, also durch kontrolliertes Erzeugen von 
Liicken in der Oberflache, zu bilden. 

Es ist aufierdem denkbar und mGglich, dafi diese dreidimensiona- 
le Struktur durch grobes Abscheiden bzw. von gr5beren Berei- 
chen Oder Strukturen von Nickel und/oder Silber und/oder einer 
Silberlegierung mit anschlieBendem Anatzen erzeugt wird. 

Zum Anatzen der Oberflache bieten sich zwei verschiedene Atz- 
methoden an, die je nach Zusammensetzung der Zwischenschicht 
unterschiedliche Vorteile haben kOnnen. 

Zum einen besteht die Moglichkeit der Liickenerzeugung durch 
Korngrenzenatzung. Dieses Verfahren ist dann von Vorteil, wenn 
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es sich bei der Zwischenschicht um eine reine Silberschicht 
handelt . 

Falls die Zwischenschicht eine Silberverbindung und/oder Ni- 
ckel und/oder eine Silberlegierung, wie zum Beispiel eine Sil- 
ber-Zink-Legierung mit ca. 2% bis ca. 5% Zink, aufweist, ist 
es von Vorteilr zur Liickenbildung die Verbindungskomponente 
bzw, die Legierungskomponente durch Herausatzen zu entfernen. 

Eine einfache Umsetzung des erf indungsgemSIien Verfahrens zur 
Herstellung eines Flachleiters mit erf indungsgemSfier Zwischen- 
schicht, und deshalb vor allem aus wirtschaft lichen GrUnden 
von Vorteil, sieht eine gleichmaBige Behandlung der gesamten 
Oberflache des Flachleiterrahmens gemalJ der vorliegenden Er- 
findung vor. 

Je nach Art des Flachleiters und/oder des- fertigen Bauteils 
kann es jedoch auch von Vorteil sein, nur bestinmite Bereiche 
des Flachleiters gemafi der vorliegenden Erfindung zu behan- 
deln, also die dreidimensionale Oberf lachenstruktur nur an be- 
stimmten Stellen auf zubringen. Eine denkbare Anwendung sind 
Bauteile fiir den Bereich Fahrzeugtechnik, bei denen ein kriti- 
scher Punkt das Eindringen von Feuchtigkeit iiber kleinste 
Spalte zwischen Flachleiter und Kunststoff ist- Diese Spalte 
kSnnen reduziert werden durch das Aufbringen eines Rahmens mit 
haftungsverbessernder Oberf lachenstruktur gemafi der vorliegen- 
den Erfindung urn den Halbleiterchip herum. 

Die Art des Flachleiters und/oder des fertigen Bauteils be- 
stimmt auBerdem die chemische Zusammensetzung der Zwischen- 
schicht. Je nach zum Beispiel geforderter elektrischer und 
thermischer Leitf ahigkeit, Harte und/oder anderen gewtinschten 
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mechanischen Eigenschaf ten wird entweder eine reine Silber- 
schicht und/oder eine Silberlegierung und/oder eine Silberver- 
bindung und/oder Nickel von Vorteil sein. 

5 Zur Verbesserung der Haftung von herk5ininlicherweise verwende- 
ten Kunststoffen auf der Oberflache des Flachleiters ist es 
von Vorteil, wenn die Oberflache der erf indungsgemaBen Zwi- 
schenschicht eine Geometrie wie im Folgenden beschrieben 
aufweist. Der typische Mittenrauwert Ra bzw, Welligkeit 

10 und/oder Fiachenmittenrauwert Sa liegt zwischen ca. 0,1 piti und 
ca, 0,9 im, vorzugsweise zwischen ca. 0,1 |nm und ca. 0,5 jum. 
Die Matrix aus Inseln zurlickbleibenden Materials weist typi- 
scherweise eine durchschnittliche Breite von ca. 0,5 |4m und 
die sich darin befindlichen Lticken typischerweise eine Breite 

15 von ca. 2 pm auf. 

Die Geometrie der Oberflache der erf indungsgemaBen Zwischen- 
schicht kann auBerdem uber das Verhaitnis von Inseln zu Lucken 
beschrieben werden. Auswertung einer typischen Oberflache ge- 
20 maB der vorliegenden Erfindung ergibt das Folgende: Das Ver- 
haitnis der Flachen von Insel zu Lucke liegt typischerweise im 
Bereich zwischen ca. 2 : 1 bis ca. 1 : 2. 

Weitere Ausf uhrungsf ormen, auf die hier nicht naher eingegan- 
25 gen wird, beinhalten Zwischenschichten mit anderen Zusammen- 
setzungen als den bisher erwahnten. Im Sinne der vorliegenden 
Erfindung geeignet sind alle Materialien, die gemaB der vor- 
liegenden Erfindung an ihrer Oberflache zur Erzeugung einer 
dreidimensionalen Struktur anatzbar sind. Vorteilhaft sind be- 
30 senders diejenigen Materialien, die Zwischenschichten erzeu- 
gen, die ftlr herkOmmliche Chipbefestigungsverf ahren und her- 
kommliche Kontaktierungsverf ahren verwendbar sind. 
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Es ist aulierdem denkbar und moglich, dali die erf indungsgemaiJe 
Zwischenschicht nicht mittels nafichemischer Methoden, sondern 
durch chemische oder physikalische Dampf abscheidverfahren, 
bzw. CVD (chemical vapor deposition) oder PVD (physical vapor 
deposition), aufgebracht wird. Eine derartige AusfUhrungsf orm 
ist dann von Vorteil, wenn an die result ierende Zwischen- 
schicht extrem hohe Anf orderungen beztiglich ihrer Reinheit ge- 
stellt wird. 

Das erfindungsgemafie Halbleiterbauteil wird im Folgenden an~ 
hand von AusfUhrungsbeispielen entsprechend der Zeichnung be- 
schrieben, 

Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch ein erf indungsgemalies - 
Halbleiterbauteil, 

Figur 2 zeigt den schematischen Aufbau einer erf indungsgema- 
Ben Zwischenschicht entsprechend einer ersten Aus- 
f tlhrungsform, 

Figur 3 zeigt den schematischen Aufbau der erf indungsgemSBen 
Zwischenschicht aus Figur 2 nach der Durchfuhrung 
eines Atzprozesses, 

Figur 4 zeigt den schematischen Aufbau einer weiteren erfin- 
dungsgemaBen Zwischenschicht, 



Figur 5 



zeigt den schematischen Aufbau der erf indungsgemaBen 
Zwischenschicht aus Figur 4 nach der Durchfuhrung 
eines Atzprozesses, 



wo 2005/041272 



PCT/DE2004/002199 



Figur 6 zeigt den schematischen Aufbau einer erf indungsgema- 
Ben Zwischenschicht entsprechend einer weiteren Aus- 
ftihrungsform, 

Figur 7 zeigt den schematischen Aufbau der erf indungsgemaiien 
Zwischenschicht aus Figur 6 nach der Durchfuhrung 
eines Atzprozesses, 

Figur 8 zeigt den schematischen Aufbau des Obergangs zwi- 
schen erf indungsgem^Ben Zwischenschicht und Kunst- 
stoff entsprechend des ersten Ausftihrungsbeispiels, 

Figur 9 zeigt den schematischen Aufbau des Obergangs zwi- 
schen erf indungsgemalien Zwischenschicht und Kunst- 
stoff entsprechend der Ausf uhrungsbeispiele aus den 
Figuren 5 und 7 und 



Figur 10 zeigt eine Rasterelektronenmikroskop-Auf nahme der 
OberflSche der erf indungsgemaUen Zwischenschicht 
nach der Durchf lihrung des Atzprozesses . 

Figur 1 zeigt einen stark vergraBerten Querschnitt durch ein 
Halbleiterbauteil 1. Die Zeichnung ist nicht maBstabsgetreu, 
die GrOBenverhaitnisse sind zur Verdeutlichung des schemati- 
schen Aufbaus verzerrt wiedergegeben. 

Das Halbleitierbauteil 1 weist neben einem Halbleiterchip 2 ei 
nen Grundkorper 3 mit erf indungsgemaBer Zwischenschicht 5 auf 
Halbleiterchip 2 und Grundkorper 3 sind von einer Kunststoff- 
masse 4 umgeben. 
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Die Kontaktierung des Halbleiter chips ist, zur Vereinf achung, 
und da sie fUr die vorliegende Erfindung nicht von Bedeutung 
ist, nicht dargestellt. 

Figur 2 zeigt in starker Vergr5fierung und nicht malSstabsgetreu 
den schematischen Aufbau der erf indungsgemSBen Zwischenschicht 
5 vor der Durchftihrung des Atzprozesses . Diese Zwischenschicht 
5 weist entsprechend einer ersten Ausf Uhrungsf orm Silber auf . 
In der Figur sind die einzelnen Silber k5rner 8 dargestellt, 
die eine geschlossen OberflSche 6 ohne Liicken 10 bilden. Ober 
die Unterseite 7 ist der Zwischenschicht 5 mit der AuBenseite 
des Flachleiters (hier nicht gezeigt) verbunden. 

Figur 3 zeigt in starker VergroBerung und nicht maBstabsgetreu 
den schematischen Aufbau der erf indungsgemafien Zwischenschicht 
5 nach der Durchfuhrung des Atzprozesses. Wie bei Figur 1 
weist diese Zwischenschicht 5 entsprechend einer ersten Aus- 
ftihrungsform Silber auf. Die Unterseite 7 der Zwischenschicht 
5 ist identisch zu der in Figur 1 gezeigten. Die Oberflache 6 
weist jedoch jetzt Liicken 10 auf, die sich zwischen den klei- 
neren, angeatzten Kbrnern 9 der Oberflache 6 gebildet haben. 

Figur 4 zeigt in starker Vergr5Berung und nicht maBstabsgetreu 
den schematischen Aufbau der erf indungsgemSBen Zwischenschicht 
5 gemaB einer alternativen Ausf tihrungsf orm vor der Durchftih- 
rung des Atzprozesses. Diese Zwischenschicht 5 weist entspre- 
chend dieser Ausfiihrungsf orm eine Silberlegierung auf. Figur 4 
zeigt deshalb neben den Silber kornern 8 auch Korner 11, welche 
die weiteren Legierungskomponenten aufweisen. Die Zwischen- , 
schicht 5 weist ebenfalls eine Oberflache 6 ohne Lucken 10 
auf, die sich jedoch bei dieser Ausf uhrungsf orm aus Silberkor- 
nern 8 und aus Kornern der Legierungskomponente 11 zusammen- 
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setzt. t)ber die Unterseite 7 ist auch die Zwischenschicht 5 
dieser Ausf tihrungsf orm mit der Aulienseite des Flachleiters 
(hier nicht gezeigt) verbunden. 

5 Figur 5 zeigt in starker VergrSlierung und nicht maBstabsgetreu 
den schematischen Aufbau der erf indungsgemaBen Zwischenschicht 
5 gemSfi einer alternativen Ausf iihrungsform nach der DurchfOh- 
rung des Atzprozesses . Wie bei Figur 3 weist die Zwischen- 
schicht 5 entsprechend dieser alternativen Ausf tihrungsf orm ei- 
10 ne Silberlegierung auf^ d.h. es liegen neben den Silberk5rnern 
8 auch K6rner der Legierungskomponente 11 vor. Die Unterseite 

7 der Zwischenschicht 5 ist wiederiom identisch zu der in Figur 
3 gezeigten. Die Oberfiache 6 weist Lucken 10 auf, die sich im 
Unterschied zu Figur 2 durch Entfernen der K6rner der Legie- 

15 rungs komponente 11 zwischen den zuriickbleibenden Silberkornern 

8 gebildet haben. Die zuruckbleibenden Silberkorner 8 sind in 
ihrer Grolie unverandert. 

Figur 6 zeigt in starker VergroBerung und nicht mafistabsgetreu 
20 den schematischen Aufbau der erf indungsgemSBen Zwischenschicht 
5 entsprechend einer weiteren Ausf iihrungsform^ wiederum vor 
der Durchftlhrung des Atzprozesses. Gemaii dieser AusfUhrungs- 
form weist die Zwischenschicht 5 zwei Lagen unterschiedlicher 
Zusammensetzung auf ^ wobei im hier gezeigten Ausfuhrungsbei- 
25 spiel die untere Lage 12 Silber auf weist, wahrend die obere 

Lage 13 aus einer Silberlegierung gebildet wird. GemaB dieses 
Ausfuhrungsbeispiels ist die Zwischenschicht 5 tiber* die Unter- 
seite 7 der unteren Lage 12 mit der AuBenseite des Flachlei- 
ters (hier nicht gezeigt) verbunden. Der Aufbau der oberen La- 
30 ge 13 dieser Zwischenschicht 5 entspricht dem in Figur 3 ge- 
zeigten Aufbau, mit dem Unterschied, daB die Unterseite der 
oberen Lage 13 nicht direkt mit dem Flachleiter in Kontakt 
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steht, sondern die Schnittstelle zur unteren Lage 12 dar- 
stellt*, 

Figur 7 zeigt in starker VergrOfierung und nicht mafistabsgetreu 
5 den schematischen Aufbau der erf indungsgemSJien Zwischenschicht 
5 entsprechend einer weiteren Ausfuhrungsform, nach der Durch- 
ftihrung des Atzprozesses . Die gebildete Oberf lachenstruktur 
dieser Ausf uhrungsf orm ist in ihrer Art vergleichbar mit der 
in Figur 5 gezeigten, d*h. sie enthcilt Lttcken 10, die durch 
10 Herausl5sen von K5rnern der Legierungskomponente 11 unter Zu- 
riickbleiben der in ihrer Gr5Be nicht veranderten Silberk6rner 
8 gebildet werden. 

Figur 8 und Figur 9 zeigen in starker VergrSfierung und nicht 
mafistabsgetreu den schematischen Aufbau der erf indungsgemaJien 
Zwischenschicht 5 nach Durchfiihrung des Atzprozesses und nach 
Aufbringen des Kunststoffs 4 gemaJi dem Halbleiterbauteil 1. 
Der Kunststoff 4 ist in die Lucken aus den Figur en 3, 5 und 7 
eingedrungen . 

Figur 10 zeigt in der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme 
die dreidimensionale Struktur der Oberf ISche 6 der Zwischen- 
schicht 5 gemafi der erst en Ausf Qhrungsf orm, Zu erkennen sind 
als helle Bereiche die Inseln 14 des zuriickbleibenden Materi- 
als mit einem typischen mittleren Durchmessern von ca* 0,5 |iin, 
umgeben von dunklen Lucken 10 mit einer typischen mittleren 
Ltickenbreite von ca- 2 |Ltm. 

GemaiS der vorliegenden Erfindung ist es alien Aus f uhrungsf or- 
30 men gemein, daB durch den erf indungsgemaJien AtzungsprozeB die 
Oberflache 6 einer zu diesem Zweck auf den GrundkSrper 3 auf- 
gebrachten Zwischenschicht 5 so verandert wird, daB sich in 



15 



20 



25 



wo 2005/041272 PCT/DE2004/002199 

13 

der Oberflache 6 der Zwischenschicht 5 Lucken 10 bilden, wie 
es in den Figuren 3^ 5 und 7 scheinatisch gezeigt ist. Diese 
Lticken 10 ennoglichen dem Kunststoff 4 des Halbleiterbauteils 
1 aufgrund ihrer GroJie und Geometrie ein mechanisches Veran- 
5 kern auf oder Verzahnen mit der Oberflache 6 der Zwischen- 
schicht 5^ wie in den Figuren 8 und 9 schematisch gezeigt ist. 



Figur 6 und Figur 7 zeigen einen zweilagigen Aufbau der Zwi- 
schenschicht 5, Die obere Lage 13 der Zwischenschicht 5 wird 
10 erf indungsgemSB angeatzt, urn die dreidimensionale Struktur zur 
Verankerung Oder Verzahnung des Kunststoffs 4 auf der Zwi- 
schenschicht 5 zu erzeugen. 

Die untere Lage 12 wird aufgebracht, um der Zwischenschicht 5 
15 zusatzliche Eigenschaf ten^ wie z.B. eine bestiinmte Elastizi- 
tat, zu verleihen. Obere Lage 13 und untere Lage 12 konnen^ 
miassen aber nicht unterschiedliche chemische Zusaininensetzungen 
aufweisen. Es ist denkbar und moglich, dafi beide Lagen die 
gleiche chemische Zusamraensetzung aufweisen, aber in verschie- 
20 denen ProzeBschritten abgeschieden werden und somit unter- 
schiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen. 



In Figur 7 ist eine Ausf lihrungsf orm mit einer oberen Lage 13 
gezeigt, welche eine Silberlegierung aufweist. Die untere Lage 
25 12 ist nicht nSher spezif iziert, kann also z-B. Nickel 
und/oder Silber und/oder eine Silberlegierung aufweisen. 

Die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme in Figur 10 zeigt die 
dreidimensionale Struktur der Oberflache 6 der Zwischenschicht 
30 5^ die durch die Lucken 10 Raume fiir das Verankern oder Ver- 
zahnen des Kunststoffs 4 auf dieser Oberflache 6 schafft. 
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Fur die Erzeugung der erf indungsgemaBen Zwischenschicht ent- 
sprechend der Figur 3 wird wie im Folgenden beschrieben vorge- 
gangen . 

Fiir die Erzeugung der erf indungsgemSBen Zwischenschicht wurden 
die Korngrenzen der Silber aufweisenden Zwischenschicht 5, die 
auf einen vernickelten Flachleiterrahmen aufgebracht worden 
war, gemaB den in Tabelle 1 auf gelisteten Parametern mittels 
Schwefelsaure (H2SO4) angeatzt. Die Schwef els^ure wurde hier- 
ftir aus ca. 96%iger Schwefelsaure (H2SO4) durch Verdtinnen mit 
Wasser entsprechend der in Tabelle 1 angegebenen Werte herge- 
stellt . 



Tabelle 1 - Anatzen von Korngrenzen einer Silber- 
Zwischenschicht 



Parameter 


Wert ca . 


Stromdichte 


2 A/dm^ 


Zeit 


16 sec 


Temperatur 


55 


Verdunnung der ca. 96%igen Schwefelsaure mit 
Wasser 


140 ml/L 



Mittels dieser Atzparameter wiirde die in Figur 10 gezeigte 
dreidimensional Struktur auf der Oberfiache 6 der Silber auf- 
weisenden Zwischenschicht 5 erzeugt, deren geometrische Kenn- 
groBen in Tabelle 2 zusammengef aBt sind. 
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Tabelle 2 - Typische geometrische KenngrSlien der angeatzten 



Oberflache 



KenngrQBe 


Wert ca. 


KorngrSfie des Silbers (nach dem Anatzen) 


- 0,5 \m 


Breite der Ltlcken 


- 2 pm 


Mittenrauwert Ra bzw. Sa 


0,1 - 0^5 \m 



Der Mittenrauwert Ra ist definiert als das arithmetische Mit- 
5 tel der absoluten Prof ilabweichung innerhalb der Gesamt- 

melSstrecker gleichbedeutend mit der Hohe eines Rechtecks, das 
fiachengleich ist mit den FlSchen zwischen Prof ilmittellinie 
und Istprofil. 

10 Weitere Versuche wurden durchgef iihrt, urn den gesamten Paraitie- 
terraum zu bestimmen, innerhalb dessen das Anatzen der Silber- 
korner 8 zur Ausbildung der erf indungsgem^Jien Zwischenschicht 
5 fuhrt, mit einer Oberf lachengeometrie entsprechend der Kenn- 
gr5Ben in Tabelle 2. Das Ergebnis dieser Versuche ist in Ta- 

15 belle 3 zusairaaengef aBt . 
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ldJ36J.XS J o6X.6Xdl Qej. HlOyXXCiiGn riU ^^clXclinc; uex 




It a. X aine X. e i. 


Wert ca • 


S t r oina X cn t: e 


n '=\ - 4 A/cim^ 


Zext 




Temperatur 


25 - 60 °C 


Wasser 


100 - 200 ml/L 



Ein weiteres Ergebnis dieser Versuche geinaB der vorliegenden 
Erfindung war auJierdem Bereich der moglichen Mittenrauwerte,. 
5 also diejenigen Mittenrauwerte, fur die das gewiinschte Verzah- 
nen oder Verankern des Kunststoffs 4 an der Oberflache 6 der 
Zwischenschicht 5 mSglich ist. Nach diesen Versuchen liegen- 
die Mittenrauwerte Ra typischerweise zwischen 0,1 und 0,9 nm. 

10 GemaR der vorliegenden Erfindung kann entsprechend dem hier 
gezeigten Beispiel ein Parameterraum fur das Herausatzen der 
Legierungskomponenten in der Zwischenschicht 5, welche Nickel 
und/oder eine Silberlegierung und/oder eine Silberverbindung 
aufweist, gefunden warden. 

15 
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PatentansprUche 

1. Verfahren zum Herstellen eines zur Besttickung mit einem 
Halbleiterchip (2) und zur Umhullung mit einer Kunst- 

5 stoff masse (4) vorgesehenen Flachleiterrahmens, das die 
folgenden Schritte aufweist: 

- Bereitstellen eines Flachleiterrahmens, 

- Aufbringen einer durch ein Atzmittel angreifbaren Zwi- 
schenschicht (5) ^ welche eine oder mehrere Lagen auf- 

10 weist^ auf den Flachleiterrahmen, 

- teilweises oder vollstandiges Anatzen der Oberflache 
(6) der Zwischenschicht (5) mit dam Atzmittel. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
15 dadurch gekennzeichnet , dali 

fur die Zwischenschicht (5) Silber, eine Silberlegierung 
und/oder eine Silberverbindung und /oder Nickel mittels 
chemischer oder galvanischer Verfahren abgeschieden wird. 

20 3, Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet^ dafi 

fUr die Zwischenschicht (5) Silber, eine Silberlegierung 
und/oder eine Silberverbindung und /oder Nickel als grobe 
Abscheidung aufgebracht wird. 

25 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

die Zwischenschicht (5) als eine oder mehrere Lagen mit 
jeweils einheitlicher Zusammensetzung aufgebracht wird. 

30 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , daB 
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das Anatzen als Korngrenzenatzen an der Oberflache (6) 
der Zwischenschicht (5) und/oder durch selektives Heraus- 
atzen ziimindest eines der Legierungsbestandteile oder 
Verbindungskomponenten des Silbers an der Oberflache (6) 
5 der Zwischenschicht (5) erfolgt, 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet , daR 

sowohl das Aufbringen der Zwischenschicht (5) als auch 
10 die Atzung ganzfiachig, bzw. auf der gesamten Oberflache 

des Flachleiterrahmens ausgefiihrt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , daJ5 

15 sowohl das Aufbringen der Zwischenschicht als auch die 

Atzung selektiv an bestimmten Stellen der Oberflache des 
Flachleiterrahmens ausgefiihrt wird. 

8. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauteils (1), 
20 das die folgenden Schritte aufweist: 

- Bereitstellen eines Flachleiterrahmens nach einem der 
vorhergehenden Ansprtiche, 

- Aufsetzen eines Halbleiterchips (2) auf den Flachlei- 
terrahmen 

25 - Aufbringen einer Kunststoff masse (4) als umhtillendes 

Gehause auf Flachleiterrahmen und Halbleiterchip (2) . 

9. Flachleiterrahmen, der zur Bestuckung mit einem Halblei- 
terchip (2) und zur Umhullung mit einer Kunststoff masse 

30 (4) vorgesehen ist, wobei der Flachleiterrahmen die fol- 

genden Merkmale aufweist: 
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- einen metallischen einstuckigen Grundkorper (3) eines 
Flachleit errahmens , 

- wenigstens eine auf dem Grundkorper (3) aufgebrachte 
Zwischenschicht (5) , welche eine oder mehrere Lagen 
aufweisen kann, 

wobei die Zwischenschicht (5) eine OberflSche (6) mit ei- 
ner Matrix aus Inseln (14) zurUckbleibenden Materials von 
im wesentlichen einheitlicher Hohe und sich dazwischen 
erstreckender Lticken (10) aufweist. 

10 • Flachleit errahmen nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet ^ dali 

die Zwischenschicht (5) Silber, eine Silberlegierung 
und/oder eine Silberverbindung und / oder Nickel auf- 
weist. 

11. Flachleiterrahmen nach Anspruch 9 oder Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Oberfiache (6) der Zwischenschicht (5) typischerweise- 
einen Mittenrauwert Ra zwischen ca. 0,1 |Lun und ca. 0,9 
im, vorzugsweise zwischen ca. 0,1 pia und ca. 0,5 pm auf- 
weist. 

12. Flachleiterrahmen nach einem der Ansprtiche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet , daB 

die verbleibenden Inseln (14) an der Oberflache (6) der 
Zwischenschicht (5) typischerweise einen mittleren Durch- 
messer von ca. 0,5 pm aufweisen. 

13. Flachleiterrahmen nach einem der Ansprtiche 9 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet , daB 
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die LUcken (10) an der Oberflache (6) der Zwischenschicht 
(5) typischerweise eine mittlere Breite von ca. 2 auf- 
weisen. 

5 14. Flachleiterrahmen nach einem der Ansprtiche 9 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Oberflache (6) der Zwischenschicht (5) typischerweise 
ein Verhaltnis der Flachen von Inseln (14) zu Lucken (10) 
im Bereich von ca. 2 : 1 bis ca. 1 : 2 aufweist- 

10 

15. Halbleiterbauteil mit einem Flachleiter (3) nach einem 

der Anspruche 9 bis 14, mit einem Halbleiterchip (2) und 
mit einer Umhullung aus Kunststoff masse (4) . 



15 
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FIG 9 
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FIG 10 




